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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Untorlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(5) Verfahren zum Vereinzeln und Positionieren von Halbleiter-Bauteilen 

@ Die Bauteiie (1) werden aus einer Wafer-Scheibe (S) 
vereinzeit, die mit einer Seite, bevorzugt ihrer Frontschei- 
be (2) losbar auf einer Tragerfolie (5) aufgebracht ist. Die 

Wafer-Scheibe wird von der Riickseite (8) her vereinzeit z. ^ — IB 
B. gesagt. Die Tragerfolie (5) wird mit den Bauteilen (1) 
anschliefcend derart positioniert, daft sich zumindest ein 
Bauteil (13) uber einem zugeordneten Bauteiltrager (14) 
befindet. Das Bauteil (13) wird mit einem auf die Tragerfo- * 
lie (5) wirkenden Stempel (18) auf den Bauteiltrager (14) 1, — 
gedruckt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung iiegt auf dem Gebiet der Endmontage von 
Halbleiter-Bauteilen und betrifft das Vereinzeln und Positio- 
nieren derartiger Bauteile, insbesondere sog. ultradiinne 
Halbleiter-Bauteile (chips), die aus einer Wafer-Scheibe mit 
einer sehr geringen Dicke von beispielsweise wenigcr als 
150 fim hergestellt werden. 

Derartige Halbleiter-Bauteile werden bekanntermaBen 
(EP-0 565 781 Al) zunachst gemeinsam auf einer Wafer- 
Scheibe ausgebildet und strukturiert. Erst anschlieBend wer- 
den die Bauteile zur individuellen Weiterverarbeitung und 
z. B. Bildung einzelner Halbleitermodule voneinander ge- 
trennt. Dazu wird die Wafer-Scheibe in einem Sagerahmen 
angeordnet, in dem eine adhasive Folie gespannt ist. Die 
Wafer-Scheibe haftet mit ihrer Riickseite auf der Folie, so 
daB auch die Bauteile nach einem anschlieBenden Sagevor- 
gang - durch mit dem Sagevorgang erzeugte Fugen vonein- 
ander getrennt - auf der Folie haften bleiben. AnschlieBend 
miissen die vereinzelten Bauteile von der Folie abgenom- 
men und auf einem Bauteiltrager positioniert bzw. fixiert 
werden. Diese Schritte bezeichnet man auch als "Pick and 
Place" bzw. "Die-Bonden". Dabei besteht die Schwierigkeit, 
das Bauteil unter moglichst geringer mechanischer Bela- 
stung zu handhaben und die Funktionsfahigkeit beeintrach- 
tigende mechanische Beschadigungen zu vermeiden. Dazu 
wird beispielsweise ein Vakuum-Saugrussel verwendet. 

Aus der EP-0 565 781 Al geht in diesem Zusammenhang 
die Verwendung einer Pickup-Nadel vor, die durch eine Ad- 
hasiv folie eines Sagerahmens zur Verminderung der Adha- 
sionskrafte gegen die Unterseite oder Riickseite eines Bau- 
teiles driickt, das zuvor durch Sagen von der Frontseite der 
Wafer-Scheibe her aus dem Scheibenverband vereinzelt 
wurde. Das Bauteil wird aus der gemeinsamen Ebene der 
ubrigen Bauteile herausgehoben, wobei sich die Tragerfolie 
lost und ein Saugriissel mit vergleichsweise geringer Saug- 
kraft zum Weitertransport und zum Positionieren des Bau- 
teiles ausreicht. 

Im Hinblick auf die durch die Pickup-Nadel zu befurch- 
tende Beschadigung der Bauteilriickseite wird in der alteren 
Deutschen Patentanmeldung vom 20. 11. 1996 mit dem 
amtlichen Aktenzeichen 196 48 072.8 vorgeschlagen, auf 
der der Tragerfolie zugewandten Riickseite des Halbleiter- 
Bauteils bzw. der urspriinglichen Wafer-Scheibe eine 
Schutzschicht aufzutragen. 

Dies erhoht den Fertigungsaufwand zusatzlich und ist ins- 
besondere im Hinblick auf den Trend zu immer diinner wer- 
denden Bauteilen (uitradiinne chips) problematisch. Weiter- 
hin erfordem die vorbeschriebenen bekannten Verfahren ein 
zeitaufwendiges Greifen, Transportieren und Plazieren der 
vereinzelten Halbleiter-Bauteile. Dies erhoht die Taktzeiten 
und setzt die Bauteile zusatzlichen mechanischen Belastun- 
gen aus. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaffung eines 
Verfahrens zum Vereinzeln und Positionieren von Halblei- 
ter-Bauteilen, das bei einer einfachen und kostengiinstigen 
Verfahrensdurchfiihrung insbesondere auch fur besonders 
dunne Halbleiter-Bauteile geeignet ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch ein 
Verfahren zum Vereinzeln und Positionieren von Halbleiter- 
Bauteilen, die zunachst im Verbund in einer Wafer-Scheibe 
gemeinsam bearbeitet wurden, bei dem die bereits struktu- 
rierte Frontseite der Wafer-Scheibe losbar auf einer Trager- 
folie befestigt wird, die Wafer-Scheibe von der Riickseite 
her zur Vereinzelung der Halbleiter-Bauteile gesagt wird, 
die Wafer-Scheibe derart positioniert wird, daB sich zumin- 
dest jeweils ein Bauteil iiber einem zugeordneten Bauteiltra- 
ger befindet, und das jeweilige Bauteil mit einem auf die 



Tragerfolie wirkenden Stempel auf den Bauteiltrager ge- 
driickt wird. 

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens besteht darin, daB eine weitestgehend umfassende Be- 

5 handlung der Wafer-Scheibe ausschlieBlich auf einem einzi- 
gen Trager - namlich mit der Tragerfolie - von der Riick- 
seite aus ermoglicht wird. Besonders vorteilhaft kann die 
Riickseite der mit ihrer Frontseite bereits auf der Tragerfolie 
befesdgten Wafer-Scheibe abgeschliffen werden, um die 

io Dicke der Wafer-Scheibe weiter zu vermindem (sog. Wafer- 
Dunnen). Dieser ProzeB wird ailgemein auch als Wafer- 
Schleifen oder Grinden bezeichnet. 

Danach kann die bereits fixierte Wafer-Scheibe von der 
Riickseite her zur Vereinzelung der Halbleiter-Bauteile ge- 

15 sagt werden, ohne daB es einer erneuten Scheibenfixierung 
bedarf. AnschlieBend erfolgt der gegenuber den vorbe- 
schriebenen Verfahren wesentlich vereinfachte ProzeB des 
Die-Bondens, indem die Wafer-Scheibe vorzugsweise ober- 
halb eines Modultragerbandes (Leadframe-Band), das als 

20 Substrat dient, prazise gemaB der Anordnung der Bauteile in 
der Wafer-Scheibe "wafermapgerecht" positioniert wird. 
AnschlieBend wird das individuelle Halbleiter-Bauteil mit 
dem auf die andere, freie Seite der Folie wirkenden Stempel 
auf das Substrat gedriickt. Dabei ist ein DurchstoBen der 

25 Tragerfolie nicht erforderlich, so daB keine punktuelle, zum 
Bruch diinner chips fiihrende mechanische Belastung auf- 
tritt. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsge- 
maBen Verfahrens wird auf das jeweilige Bauteil mit einer 

30 ebenen Kontaktflache des Stempels gedriickt. Dies hat eine 
weitere VergieichmaBigung der auf das Halbleiter-Bauteil 
ausgeubten Druckkrafte zur Folge, so dafi eine besonders 
schonende Ablosung des Bauteils von der Tragerfolie und 
ein belastungsarmer Transfer auf den Bauteiltrager errnog- 

35 licht wird. Besonders bevorzugt kann dazu der Bauteiltrager 
mit einer Adhasionsschicht beschichtet sein, deren Adha- 
sion groBer als die der Tragerfolie ist. 

In diesem Zusammenhang sieht eine besonders bevor- 
zugte Ausgestaltung des erfindungsgemaBen Verfahrens 

40 vor, daB die Tragerfolie auf ihrer dem Bauteil zugewandten 
Seite mit einer KlebstofTschicht versehen ist, deren Adha- 
sion bedarfsweise durch Lichtzufuhr vermindert werden 
kann. Dadurch kann namlich das Ablosen des Halbleiter- 
Bauteils von der Tragerfolie bedarfsgerecht unterstiitzt wer- 

45 den. 

Eine fertigungstechnisch besonders bevorzugte Fortbil- 
dung des Verfahren sieht dabei vor, daB das Licht durch den 
Stempel zugefiihrt wird. 

Die Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens 
50 wird beispielhaft nachfolgend anhand einer Figur weiter er- 
lautert. 

Die Figur zeigt mehrere Halbleiter-Bauteile 1, die ur- 
spriinglich Bestandteil einer gemeinsame Wafer-Scheibe S 
waren und in dieser zunachst gemeinsam bearbeitet und 

55 strukturiert worden sind. Die Frontseite der bearbeiteten ur- 
spriinglichen Wafer-Scheibe und damit die Frontseiten 2 der 
Halbleiter-Bauteile (chips) 1 sind losbar auf einer gemeinsa- 
men Tragerfolie 5 befestigt. Die zwischen den Chips 1 be- 
stehenden Fugen 7 sind zuvor zwecks Vereinzelung der 

60 Bauteile 1 durch an sich bckanntes Sagen oderTrennen z. B. 
mittels Laser der (nicht vollstandig gezeigten) Wafer- 
Scheibe S erzeugt worden. Ein dazu geeignetes Sageverfah- 
ren ist beispielsweise in der EP 0 734 824 A2 offenbart. Da- 
bei wurde die Wafer-Scheibe S von ihrer Riickseite 8 her zur 

65 Erzeugung der Fugen 7 zwecks Vereinzelung der Bauteile 
gesagt. 

Die Tragerfolie 5 wird anschlieBend (wie durch Pfeile A- 
B angedeutet) derart positioniert, daB sich zurnindest ein 
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Bauteil 13 uber einem ihm zugeordneten Bauteiltrager 14 
befindet. Der Bauteiltrager kann in an sich bekannter Weise 
Bestandteil (Insel) eines Leadframes oder eines Substrats 
sein, das Teil eines Leadframebandes oder Modultragerban- 
des 15 sein kann. Die Positionierung des Bauteils 13 erfolgt 
entsprechend seiner individuelien, bekannten Position in der 
urspriinglichen Wafer-Scheibe (d. h. sog. wafermapge- 
recht). Das Bauteil 13 wird von oben mit der ebenen Kon- 
taktseite 16 eines auf die Tragerfolie 5 wirkenden Sternpels 
18 mit seiner Unterseite 19 auf eine Klebstoffschicht 22 des 
Bauteiltragers 14 gedriickt. Der Stempel 18 ist dazu - wie 
durch Pfeile C-D angedeutet - relativ zu dem Bauteiltrager 
14 vertikal verfahrbar. Dabei wird dafur gesorgt, daB die 
Adhasion zwischen der Klebstoffschicht 22 und der Ruck- 
seite 19 groBer ist als die Adhasion, die zwischen der Tra- 
gerfolie 5 und der Frontseite 2 des Bauteils 13 besteht. 

Besonders bevorzugt kann eine Tragerfolie 5 mit einer 
Klebstoffschicht 23 verwendet werden, deren Adhasion ge- 
geniiber dem Bauteil 13 dadurch vermindert werden kann, 
daB die Folie 5 mit Licht 24 einer geeigneten Wellenlange 
(z. B. UV-Licht) bestrahlt wird. Die Lichtbestrahlung fuhrt 
zu einer zum Zeitpunkt des Bauteiltransfers von der Trager- 
folie 5 auf das Substrat 14 gewunschten Verminderung der 
Adhasion und damit zu einem besonders einfachen Ablosen 
der Tragerfolie 5 von der Frontseite 2 des Bauteils 13. Be- 
sonders bevorzugt kann das Licht 24 durch Lichtwelienlei- 
ter 26 zugefuhrt werden, die durch dem Stempel 18 fuhren 
und an der Kontaktflache 16 enden. 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren wird vorteilhaf- 
terweise die Anzahl der notwendigen ProzeBschritte vom 
Wafer-Dunnen bis zum Die-Bonden minimiert. Dies fuhrt 
zu erheblichen Einsparungen bei den ProzeBkosten, insbe- 
sondere weil ProzeBschritte fur das Laminieren und wieder 
Abtrennen der Wafer-Scheibe von weiteren Trager- oder 
Schutzfolien vor dem Wafersagen eingespart werden kon- 
nen. Die Verfahrwege und Bewegungen fur das Die-Bonden 
werden minimiert. Das bei bekannten Verfahren notwendige 
Abnehmen und Positionieren des Bauteiles ("Pick and 
Place") entfallt, wodurch weitere Kosteneinsparungen reali- 
siert werden konnen. Das ganzflachige Herabdriicken des 
Bauteils auf das Substrat unter volistandiger Zwischenlage 
der Tragerfolie ermoglicht eine besonders schonende Hand- 
habung der Bauteile. Insbesondere ist kein DurchstoBen der 
Tragerfolie mit Nadeln oder ahnlichen Ablosehilfen erfor- 
derlich. Insgesamt fuhrt das erfindungsgemaBe Verfahrens 
damit zu einer erheblichen Verkiirzung der Gesarntdurch- 
laufzeit, verminderten Ausriistungskosten und einer beson- 
ders schonenden Bauteilbehandlung, aus der eine Erhohung 
der Ausbeute und Qualitat vor allem bei diinnen Wafer- 
Scheiben bzw. Bauteilen resultiert. 
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Bauteiltrager (14) gedriickt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei 

- das jeweilige Bauteil (1) mit einer ebenen Kon- 
taktflache (16) des Sternpels (18) auf den Bauteil- 
trager (14) gedriickt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei 

- die Tragerfolie (5) auf ihrer dem Bauteil (1) zu- 
gewandten Seite mit einer Klebstoffschicht (23) 
versehen ist, deren Adhasion bedarfsweise durch 
Energiezufuhr vermindert werden kann. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei 

- die Energie durch den Stempel (18) zugefuhrt 
wird. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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1. Verfahren zum Vereinzeln und Positionieren von 
Halbleiter-Bauteilen (1), die zunachst im Verbund in 
einer Wafer-Scheibe (S) gemeinsam bearbeitet wurden, 
bei dem: 

- die bereits strukturierte Frontseite (2) der Wa- 
fer-Scheibe (S) losbar auf einer Tragerfolie (5) be- 
festigt wird, 

- die Wafer-Scheibe (S) von der Ruckseite (8) her 
zur Vereinzelung der Bauteile (1) gesagt wird, 

- die Wafer-Scheibe (S) derart positioniert wird, 
daB sich zumindest jeweils ein Bauteil (13) iiber 
einem zugeordneten Bauteiltrager (14) befindet, 
und 

- das jeweilige Bauteil (13) mit einem auf die 
Tragerfolie (5) wirkenden Stempel (18) auf den 
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Abstract 




The semiconductor element separation and positioning method uses a carrier foil (5) to which a number of semiconductor 

elements (S) are temporarily attached, positioned to bring at least one component (13) into alignment with a component carrier ] 

f 14^ Xhp fifimnnnpnr thpn ^pnarafpri frnm thp foil hv a Hip ^tamn Mfl^ ar*tinn anainQt thp rp^r cirip nf tht» laHpr The mmnnnontc 

may be secured to the carrier foil by an adhesive layer (23)with its adhesion characteristics reduced upon application of energy via 
the die stamp, for removal of the positioned component. 
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